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(57) 摘要

本实用新型涉及带有加热器的基板支撑组

件。本实用新型的实施方式提供一种提供均匀的

温度分布的基板加热器。在一个实施方式中，基板

支撑组件包括基板支撑基座和加热组件，其中所

述基板支撑基座具有基板支撑表面。所述加热组

件设置在所述基板支撑基座中，紧邻所述基板支

撑表面。所述加热组件被配置成用于在所述加热

组件的拐角处提供均匀的热量分布。在另一实施

方式中，基板支撑组件包括基板支撑基座和加热

组件，其中所述基板支撑基座具有基板支撑表面。

所述加热组件设置在所述基板支撑基座中，并且

包括内部加热区域和外部加热区域。所述内部加

热区域被设置成在所述加热组件的中心中并且从

所述中心延伸出。所述外部加热区域环绕所述加

热组件的边缘。
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1.一种基板支撑组件，其特征在于，包括：

基板支撑基座，所述基板支撑基座具有基板支撑表面；和

加热组件，所述加热组件设置在基板支撑基座中，紧邻所述基板支撑表面，其中所述加

热组件包括多个耳状加热元件，所述耳状加热元件设置在所述加热组件的拐角处。

2.如权利要求 1所述的基板支撑组件，其特征在于所述加热组件包括：

内部加热区域，所述内部加热区域被设置在所述加热组件的中心中并且从所述中心延

伸出，其中所述内部加热区域包括加热元件；和

外部加热区域，所述外部加热区域设置在所述加热组件的边缘中并且环绕所述边缘，

其中所述外部加热区域包括多个耳状的加热元件。

3. 如权利要求 2 所述的基板支撑组件，其特征在于所述加热元件是由电阻材料制造

的。

4. 如权利要求 2 所述的基板支撑组件，其特征在于所述加热元件是由镍铬合金、镍、

铬、铁、铝、铜、钼、铂碳化硅、这些物质的金属合金，这些物质的氮化物材料，这些物质的硅

化物材料，或者上述物质的组合制造的。

5.如权利要求 2所述的基板支撑组件，进一步包括：

鞘套，所述鞘套包裹所述加热元件，其中所述鞘套被配置成用于气密地密封所述加热

元件。

6.如权利要求 2所述的基板支撑组件，其特征在于所述内部加热区域包括：

两个加热部分，其中每一加热部分包括包裹所述加热元件的鞘套，并且其中所述鞘套

被配置成用于气密地密封所述加热元件。

7. 如权利要求 2 所述的基板支撑组件，其特征在于所述加热元件耦接到导电线，并且

其中所述导电线被配置成用于将所述内部加热区域和所述外部加热区域耦接到电源。

8.如权利要求 2所述的基板支撑组件，其特征在于，所述加热组件包括：

多个热电偶，所述热电偶设置成紧邻所述内部加热区域和所述外部加热区域，并且配

置成用于在多个位置测量所述加热组件的温度。

9.如权利要求 8所述的基板支撑组件，其特征在于所述多个热电偶耦接到一或多个导

电线，并且其中所述导电线被配置成用于提供功率到所述热电偶。

10. 如权利要求 6 所述的基板支撑组件，其特征在于所述鞘套当从所述加热组件的中 

心离开时会形成弯折，并且其中所述加热元件在距所述弯折一到两英寸之间的位置处耦接

到导电线。

11.如权利要求 1所述的基板支撑组件，其特征在于：所述多个耳状加热元件被配置成

用于最大化所述加热组件的所述拐角处的表面积。

12.如权利要求 2所述的基板支撑组件，其特征在于，所述外部加热区域被配置成相比

所述内部加热区域输送更大量的热。

13.一种基板支撑组件，其特征在于，包括：

基板支撑基座，所述基板支撑基座具有基板支撑表面；和

加热组件，所述加热组件设置在基板支撑基座中，紧邻所述基板支撑表面，其中所述加

热组件包括主体，所述主体具有：

内部加热区域，所述内部加热区域被设置在所述加热组件的中心中并且从所述中心延
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伸出，其中所述内部加热区域包括加热元件；

外部加热区域，所述外部加热区域设置在所述加热组件的边缘中并且环绕所述边缘，

其中所述外部加热区域包括多个耳状加热元件，所述多个耳状加热元件设置在所述加热组

件的拐角处 ；和

多个镗孔，所述镗孔形成在所述主体中，并且被配置成用于容纳一或多个升降杆。

14.如权利要求 13所述的基板支撑组件，其特征在于所述主体是由铝制造的。

15.如权利要求 13所述的基板支撑组件，进一步包括：

热电偶，所述热电偶设置在所述主体的上表面和下表面之间。

16.如权利要求 13所述的基板支撑组件，进一步包括：

鞘套，所述鞘套包裹所述加热元件，其中所述鞘套被配置成用于气密地密封所述加热

元件。

17.如权利要求 16所述的基板支撑组件，进一步包括：

绝缘体，所述绝缘体设置在所述鞘套和所述加热元件之间，其中所述绝缘体被配置成

用于防止从所述加热元件漏电。

18.如权利要求 16所述的基板支撑组件，其特征在于，所述内部加热区域包括：

两个加热部分，其中每一加热部分包括所述鞘套，并且其中所述鞘套当从所述加热组

件的所述中心离开时会形成弯折。

19. 如权利要求 18 所述的基板支撑组件，其特征在于，所述加热元件在距所述弯折一

到两英寸之间的位置处耦接到导电线，并且其中所述导电线被配置成用于将所述内部加热

区域耦接到电源。

20. 如权利要求 13 所述的基板支撑组件，其特征在于，所述外部加热区域被配置成相

比所述内部加热区域输送更大量的热。
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带有加热器的基板支撑组件

技术领域

[0001] 本实用新型的实施方式一般地涉及一种用于提供基板上的均匀处理的装置。更具

体地，本实用新型的实施方式涉及一种带有加热器的基板支撑基座，所述基板支撑基座提

供基板上均匀的温度分布。

背景技术

[0002] 在集成电路的制造中，需要对各种处理参数的精确控制，以实现基板中一致的结

果，以及从基板到基板可再现的结果。因为用于形成半导体装置的结构的几何形状极限受

限于技术限制，所以更精密的公差和精确的工艺控制对于制造成功是关键的。然而，随着几

何形状的不断缩小，精确的临界尺寸和工艺控制已经变得日益困难。

[0003] 许多装置是在存在等离子体的情况下被处理的。如果所述等离子体不是被均匀地

定位在所述基板上，那么处理结果可能也会是不均匀的。虽然传统的等离子体处理腔室已

经被证明是在较大的临界尺寸时稳健的执行器，但是在用于控制等离子体均匀性的现有技

术这一领域中，等离子体均匀性的改良将会有助于大面积基板的成功制造。

[0004] 因此，需要基板支撑基座加热器以经由提高基板上的温度均匀性来促进均匀处

理。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的实施方式涉及一种带有加热器的基板支撑基座，所述基板支撑基座

提供基板上均匀的温度分布。在一个实施方式中，提供了一种基板支撑组件。所述基板支

撑组件包括基板支撑基座和加热组件，其中所述基板支撑基座具有基板支撑表面。所述加

热组件设置在所述基板支撑基座中，紧邻所述基板支撑表面。所述加热组件被配置成用于

经由配置所述加热组件的拐角来提供基板上均匀的热量分布，以确保实质上均匀的温度分

布。

[0006] 在另一实施方式中，基板支撑组件包括基板支撑基座和加热组件，其中所述基板

支撑基座具有基板支撑表面。所述加热组件设置在所述基板支撑基座中，紧邻所述基板支

撑表面。所述加热组件包括内部加热区域和外部加热区域。所述内部加热区域设置在所述

加热组件的中心中并且从所述中心延伸出。所述外部加热区域环绕所述加热组件的边缘。

所述外部加热区域具有多个耳状加热元件，所述多个耳状加热元件设置在所述加热组件的

拐角处。

[0007] 在另一实施方式中，提供了一种在处理腔室中加热基板表面的方法。所述方法包

括以下步骤 ：提供均匀的热量分布到基板支撑组件的基板支撑表面的边缘，其中所述基板

支撑组件具有设置在所述基板支撑组件上的基板。多个耳状加热元件设置在所述边缘处。

附图说明

[0008] 可参考实施方式来获知上文中简要概述的本实用新型的更具体描述，从而可详细
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理解本发明的上述特征结构的方式。然而，应注意，附图仅图示本实用新型的典型实施方

式，且因此不应被视为本实用新型范围的限制，因为本实用新型可允许其他等效的实施方

式。

[0009] 图 1是等离子体增强化学气相沉积腔室的一个实施方式的示意性剖视图；

[0010] 图 2是加热组件的俯视图；

[0011] 图 3是图 2的加热组件沿着图 2的剖面线 3-3的剖面图；和

[0012] 图 4是图 2的加热组件沿着图 2的剖面线 4-4的剖面图。

[0013] 为促进理解，已尽可能使用相同参考数字表示图中共用的相同元件。考虑到在一

个实施方式中公开的元件可以被有利地并入其他实施方式，此处不再进行特定详述。

具体实施方式

[0014] 图 1图示 PECVD腔室 110的示意性剖面图。可用于实践本实用新型的合适 PECVD

腔室可以从圣克拉拉市的 AKT 美国公司（应用材料公司 (Applied Materials,Inc) 的子公

司）购得。应理解本文讨论的实施方式也可以在其他腔室中实践，包括由其他制造商销售的

腔室。

[0015] 所述 PECVD腔室 110包括腔室主体 112，所述腔室主体 112具有穿过上壁 114形成

的开口和设置在所述开口内的进气歧管 116。或者，所述上壁 114可以是实心的，并且所述

进气歧管 116 定位成邻近所述上壁 114 的内表面。所述进气歧管 116 可以充当电极，并且

在一个实施方式中经由匹配网络（未示出）连接到电源 136，诸如 RF电源。

[0016] 所述腔室 110进一步包括延伸贯穿所述腔室主体 112的排气管 130。所述排气管

130连接到泵（未示出），以从所述腔室主体112排空气体。进气导管142与所述进气歧管116

流体连通，并且连接到气体面板（未示出），所述气体面板包括各种气体的来源（未示出）。处

理气体流经所述入口导管 142，穿过喷头 144，并且进入所述腔室主体 112。所述喷头 144包

括贯穿所述喷头144形成的多个孔140，以在下面将被处理的基板125的表面上均匀地分配

气体。

[0017] 基板支撑基座 118被配置成用于支持设置在所述腔室主体 112内的基板 125。所

述基板支撑基座 118 被安装在轴 120 的末端上，所述轴 120 垂直地延伸穿过所述腔室主体

112的底壁 122。所述轴 120是可移动的，以便允许所述基板支撑基座 118在所述腔室主体

112内垂直地上下运动。在一个实施方式中，所述 PECVD腔室 110还可以具有升降组件（未

示出）以帮助传递基板 125到所述基板支撑基座 118上以及离开所述基板支撑基座 118。

[0018] 所述基板支撑基座 118具有板状形式并且平行于所述进气歧管 116延伸。所述基

板支撑基座 118 典型地是由铝制成，并且被用氧化铝层涂敷。所述基板支撑基座 118 是接

地的并且充当第二电极，以便跨所述进气歧管 116 和所述基板支撑基座 118 连接所述电源

136。所述基板支撑基座 118 包括加热组件 128，所述加热组件 128 具有板状形式，设置在

所述基板支撑基座 118中，紧邻基板支撑表面 152。所述加热组件被配置成用于当基板 125

设置在所述基板支撑表面 152上时提供热量到所述基板 125。所述轴 120容纳有所述加热

组件 128的导线外壳 150。

[0019] 图 2 是所述加热组件 128 的俯视图，以及图 3 是所述加热组件 128 沿图 2 中的剖

面线 3-3 的剖面。本实用新型的一或多个实施方式提供在加热组件 128 内使用加热元件。
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多个加热元件部分（例如，两个或更多个加热元件部分）被配置成不同的几何形状、图案、形

态、大小或者材料，以控制加热组件 128 中的多个区域的温度，由此在所述加热组件 128 的

各个内部部分和 /或外部部分中提供所需的温度分布。

[0020] 参看图 2 和图 3，所述加热组件 128 具有主体 200，所述主体 200 具有内部加热区

域 202、外部加热区域 204，以及在所述主体 200 的上表面 208 和底表面 302 之间的热电偶

206。尽管图 3公开了内部加热区域 202，但是图 3的讨论也适用于外部加热区域 204的元

件。在一个实施方式中，所述主体 200可以是由铝或其他适当的材料制造的。

[0021] 所述内部加热区域 202和外部加热区域 204可以是在基板支撑基座中使用的任何

合适的加热器。内部加热区域 202 和外部加热区域 204 的分布将会在下面更详细地讨论。

在一个实施方式中，所述内部加热区域 202和所述外部加热区域 204包括加热元件 304。所

述加热元件 304 可包括丝、带或者条的中央部分，所述丝、带或者条是由电阻材料制造的，

所述电阻材料包括但不限于镍、铬、铁、铝、铜、钼、铂碳化硅、这些物质的金属合金、这些物

质的氮化物材料、这些物质的硅化物材料，或者上述物质的组合，以及其他物质。所述电阻

材料可以是不同金属材料的合金并且可以掺杂有金属搀杂物或者其他的搀杂材料。所述电

阻加热丝、带或条状物可以是直线形的或者是卷曲形的。

[0022] 例如，电阻加热丝或带可以由镍铬合金 80/20（80% 的镍和 20% 的铬）材料组成。

镍铬合金 80/20 是有利的材料，因为它具有相对较高的电阻并且当第一次被加热时会形成

氧化铬附着层。在所述氧化铬层以下的材料将不会氧化，从而防止加热丝被损坏或熔蚀。

[0023] 在一个实施方式中，所述加热元件 304可以用绝缘体 306来绝缘，以提供绝缘和防

止漏电，所述绝缘体 306 是用陶瓷、氧化物材料，或者其他合适的填充材料制造的。在一个

实施方式中，鞘套 308 包裹所述加热元件 304，以气密地密封所述加热元件 304。所述鞘套

308可以是由石英、金属、陶瓷或者其他适当的材料制造的。

[0024] 所述加热元件 304 耦接到一或多个导电线（诸如，穿过所述导线外壳 150 的导线

310）以提供功率到所述加热元件 304。所述导线 310被配置成用于将所述内部加热区域 202

和所述外部加热区域 204耦接到电源（未示出），所述电源设置在所述处理腔室 110外面。

[0025] 在一个实施方式中，提供了多个热电偶 206。在图 2中所示的实施方式中，所述热

电偶 206 从所述导线外壳 150 延伸出而紧邻所述内部加热区域 202 和所述外部加热区域

204。另外，所述热电偶 206可以从所述加热组件 128的中心延伸出并且紧邻所述中心。所

述热电偶 206被配置成用于在多个位置处测量加热组件 128的温度。所述热电偶 206可以

用于反馈回路中，以控制施加到所述加热组件 128 的加热元件 304 的电流。在一个实施方

式中，所述热电偶 206耦接到一或多个导电线（诸如，穿过所述导线外壳 150的导线 314）以

提供功率到所述热电偶 206。加热组件 128的制造可能会导致形成在主体 200内的加热元

件 304和热电偶 206下面的开口或者间隙。因此，附加的主体材料 310，例如铝，可以被填充

入形成在下面的间隙内，以获得均匀的底表面 302。

[0026] 图 4是加热组件 128沿图 2中的剖面线 4-4的剖面。参看图 2和图 4，在一个实施

方式中，所述加热组件 128 包括形成在主体 200 中的多个孔 210。所述孔 210 被配置成用

于容纳一或多个升降杆 402。所述升降杆 402贯穿所述基板支撑基座 118的底表面延伸到

所述基板支撑表面 152（在图 1 中示出），以致基板 125 与支持基座 118 是间隔开的。这使

得移送机构（诸如机械叶片 (robot blade)）能够在基板 125的背面底下滑动并使所述基板
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125上升离开所述基板支撑基座 118，而不会对基板支撑基座 118或基板 125造成损害。

[0027] 回头参看图2，内部加热区域202和外部加热区域204的分布有利地提供了加热组

件 128上均匀的温度分布。所述内部加热区域 202被配置成多个部分（即，在图 2中所示的

至少两个内区加热部分 202A和 202B）。在一个实施方式中，针对加热部分 202A、202B中的

每一个提供一个单一加热元件 304。然而，也可以设想将一个单一加热元件 304提供用于加

热部分 202A、202B 两者。所述加热部分 202A 和 202B 各自包括两个鞘套 308 部分，或者其

他包裹所述加热元件 304 的保护性管材，所述鞘套 308 部分或其他保护性管材从位于加热

组件 128中心的导线外壳 150的开口凸伸出。所述鞘套 308当离开所述导线外壳 150开口

而进入加热组件主体 200 时形成弯折 212。加热元件 304 在距弯折 212 约一到二英寸（例

如，约 1.5 英寸）的距离“D”的位置 214 处耦接到导线 310。如图 2 所示，所述内部加热区

域 202的加热元件 304与加热组件 128的中心的毗邻有利地提供了内部加热区域 202的更

为密集的加热元件 304环境。所述内部加热区域 202的加热元件 304从所述加热组件 128

的中心延伸出，以形成具有多条线路 216的轮廓，所述线路 216经配置用于加热所述内部加

热区域 202。

[0028] 所述外部加热区域 204也被配置成多个部分（即，在图 2中所示的至少两个外部加

热部分 204A和 204B）。在一个实施方式中，针对加热部分 204A、204B中的每一个提供一个

单一加热元件 304。然而，也可以设想将一个单一加热元件 304 提供用于加热部分 204A、

204B两者。所述加热部分 204A、204B是自所述加热组件 128的中心形成的，并且横向地延

伸以环绕所述基板加热组件 128的边缘。所述加热部分 204A、204B各自环绕所述基板加热

组件 128 的至少两个拐角 218。如图 2 所示，所述加热部分 204A、204B 具有耳状轮廓 220。

所述耳状轮廓 220 有利地利用比传统上使用的加热元件更多的加热元件 304 来覆盖拐角

218 的表面积。在一个实施方式中，外部加热区域 204 被配置成在拐角 218 处输送比在加

热组件 128 的中心或外周边缘处发现的热传递更为大量的热传递。对于 PECVD 工艺，在基

板 125和加热组件之间的温度差可为约 10摄氏度到约 60摄氏度，例如在约 20摄氏度到约

50摄氏度之间。如本领域技术人员应理解的，基板 125和加热组件 128之间的温度差是取

决于所使用的处理气体的处理腔室温度和处理腔室压力水平的函数。经由提供更多的加热

元件 304，所述耳状轮廓 220有利地提供了更大量的热传递，并补偿了在加热组件 128的拐

角 218处比在加热组件 128上的其他位置处（诸如加热组件的中心或加热组件边缘的中心）

通常经受到的更大的热损失。在加热组件上方的基板类似地显示出相同的热传递特性。因

而，在一个实施方式中，外部加热区域 204被配置成相比内部加热区域 202向基板输送更大

量的热传递。例如，在一个实施方式中，内部加热区域 202使得内部加热区域 202处于约 5

摄氏度到约 20摄氏度之间，例如处于约 10摄氏度到约 15摄氏度之间，比外部加热区域 204

要低温。因此，由于较低温的内部加热区域 202和外部加热区域 204的耳状轮廓 220，加热

组件 128 主动地补偿在加热组件上的各种位置（如上所述）处热损失的差异，并为基板 125

提供更为总体均匀的温度以及基板 125上的均匀处理（诸如，薄膜沉积）。

[0029] 尽管上述内容是针对本实用新型的实施方式，但可在不脱离本实用新型的基本范

围的情况下设计本实用新型的其他和进一步实施方式，且本实用新型的范围是由以下权利

要求书来确定。
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图 1
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图 2
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图 3

图 4
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